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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ加工チャンバを有したプラズマ加工システムで基板の属性を現場でモニターす
るためのモニター方法であって、
　前記プラズマ加工チャンバ内に基板を配置するステップと、
　前記基板が前記プラズマ加工チャンバ内に配置されているときに該プラズマ加工チャン
バ内でプラズマを放射するステップと、
　前記基板と前記プラズマとの間の自己バイアス電圧を測定するステップと、
　前記自己バイアス電圧の測定された自己バイアス電圧値が設定自己バイアス電圧値の範
囲を外れていれば、前記基板の前記属性のエクスカーションが発生したと推定するステッ
プと、
を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項２】
　プラズマは特定ＲＦ周波数で発生することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　特定ＲＦ周波数は略２ＭＨｚであることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　特定ＲＦ周波数は略２７ＭＨｚであることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項５】
　特定ＲＦ周波数は略１３．５６ＭＨｚであることを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項６】
　プラズマ加工システムはＶ／Ｉプローブを含んでおり、測定された自己バイアス電圧値
は前記Ｖ／Ｉプローブを利用して測定されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
　測定された自己バイアス電圧値は位相角測定値を表していることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項８】
　測定された自己バイアス電圧値は強度測定値を表していることを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項９】
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　設定自己バイアス電圧値範囲は自己バイアス電圧制御下限を含んでいることを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　自己バイアス電圧制御下限は設定自己バイアス電圧ターゲット値の３σ内であることを
特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　設定自己バイアス電圧値範囲は自己バイアス電圧制御上限を含んでいることを特徴とす
る請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　自己バイアス電圧制御上限は設定自己バイアス電圧ターゲット値の３σ内であることを
特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　設定自己バイアス電圧値範囲は自己バイアス電圧制御下限と自己バイアス電圧制御上限
を含んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　基板は半導体ウェハーであることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　基板はガラスパネルであることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　基板属性は基板エッチング中のエッチング速度を表していることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項１７】
　基板属性は基板エッチング中の選択度を表していることを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項１８】
　基板属性は基板エッチング中のエッチング均一性測定を表していることを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項１９】
　プラズマ加工システムは容量結合プラズマ加工システムであることを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項２０】
　プラズマ加工システムは誘導結合プラズマ加工システムであることを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項２１】
　プラズマ加工システムは大気プラズマ加工システムであることを特徴とする請求項１記
載の方法。
【請求項２２】
　プラズマ加工システムは周波数調整結合プラズマ加工システムであることを特徴とする
請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　基板の属性のエクスカーションは前記基板のエッチング速度の減少を表していることを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　プラズマ加工システムで基板の属性のエクスカーションインディケータとしての利用に
プラズマパラメータが適しているか否かを決定するための方法であって、
　前記プラズマ加工チャンバ内で一定時間基板を加工するステップであって、該基板の属
性は該基板加工に関係するステップと、
　前記一定時間前記基板の属性を測定するステップと、
　前記一定時間前記プラズマパラメータを測定するステップと、
　１以上の測定された基板の属性値が設定属性値範囲外であるとき前記プラズマパラメー
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タの１以上の測定されたプラズマパラメータ値が設定プラズマパラメータ値範囲内に残る
なら、前記プラズマパラメータは前記基板の属性の前記エクスカーションインディケータ
としての利用に適していないと決定するステップと、
を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　プラズマパラメータはインピーダンス、位相角、プラズマ周波数、自己バイアス電圧お
よびガス流量のうち少なくとも１つを表すことを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　プラズマパラメータは基板と加工ステップのプラズマとの間の自己バイアス電圧を表す
ことを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　プラズマパラメータは加工ステップに関するガス流量を表すことを特徴とする請求項２
４記載の方法。
【請求項２８】
　基板の属性は該基板のエッチング速度を表すことを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２９】
　エクスカーションインディケータは基板のエッチング速度の低下を示すことを特徴とす
る請求項２４記載の方法。
【請求項３０】
　１以上の測定されたプラズマパラメータ値は１プラズマパラメータ値を表し、１以上の
測定された基板の属性値は１測定基板属性値を表すことを特徴とする請求項２４記載の方
法。
【請求項３１】
　１以上の測定されたプラズマパラメータ値は複数のプラズマパラメータ値を表し、１以
上の測定された基板の属性値は複数の測定基板属性値を表すことを特徴とする請求項２４
記載の方法。
【請求項３２】
　一定時間は複数の週を含んでいることを特徴とする請求項２４記載の方法。
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